
Характеристики наборов биполярных транзисторов

Обратный ток коллектора Δh21E Разброс статических коэф. пер. тока
Обратный ток эмиттера Напряжение насыщения база-эмиттер
Ток утечки между транзисторами Напряжение насыщения коллектор-эмиттер

h21E Стат. коэф. пр. пер. т. в сх. с общ. эм. в реж. бол. сиг. Разброс напряжения база-эмиттера
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CA3084

5198НТ5Б <100 <0,75
198НТ6А <75 <0,5

4198НТ6Б <100 <0,75
198НТ7А <75 <0,5

-198НТ7Б <100 <0,75
198НТ8А <75 <0,5 3198НТ8Б <100 <0,75
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